
2.2 СТРУКТУРА МЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИК 

Контакт метал-напівпровідник. Розрахувати і побудувати ВАХ контакту 

метал-напівпровідник на основі напівпровідника  з концентрацією домішки, 

яка дорівнює N, при заданій температурі .  

Вихідні дані:  

 

При цьому необхідно визначити: 

 Висоту бар'єру Шотткі;  

 Товщину збідненого шару напівпровідника Wв рівноважному стані; 

 Бар'єрну ємність контакту метал-напівпровідник при зворотній напрузі 

зсуву Ucm;  

 Побудувати енергетичну діаграму 

Рішення:  

1) Визначити висоту потенційного бар'єру за формулою 

eφK = ФМ - ФП       

 

Контактну різниця потенціалів можна розрахувати як різницю робіт 

виходу електронів з металу і напівпровідника, знаючи роботу виходу металу, 

електронне спорідненість напівпровідника і визначивши положення рівня 

Фермі по формулі: 



 

 

 

2) Товщину збідненого шару напівпровідника Wв рівноважному стані  

визначаємо  виразом  

                      

 

3) Бар'єрну ємність контакту метал-напівпровідник при зворотної  напрузі 

зсуву знаходимо за формулою 

 

При  

Побудувати енергетичну діаграму 

 


